Skenovacia tunelovd mikroskopia bola pouzitd na stidium morfolgie taliove;j
vrstvy v roznych stddidch desorbeie Tl z povrchu Si(111) a na $tidium spravania
sa roznych adsorbatov na povrchu Si(111)/TI-(1 x 1). Vyuzitie taliovej vrstvy
na pasivasiu povrchu Si(111) bolo blizsie skiimané pre rézne druhy adsorbétov.
Mangénové, hlinikové, indiové a cinové vrstvy, ktoré boli priamo deponované na
Si(111)-(7 x 7), boli porovnané s vrstvami pripravenymi depoziciou adsorbétu
na pasiva¢nu vrstvu po ndslednej termalnej desorbcii talia z povrchu (po ohreve
na teplote &~ 400°C). Skdimané adsorbaty vykazovali znamky extrémne vysokej
difuzivity a slabej vézby k Si(111)/TIl-(1 x 1). Pasivacnd vrstva bola voc¢i ad-
sorbatom stabilna. Aplikacia talia ako surfaktantu sposobovala znizenie teploty
a pokrytia potrebného na pripravu rekonstrukcii pozorovanych na povrchoch
pripravenych priamou depoziciou adsorbatu.



